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Abstract 



An improvement to a method for separating semiconductor components which are obtained by breaking 
semiconductor wafers. The scratching (scoring) (and breaking) which has to be provided to separate the 
individual components obtained fro m a w afer is carried out in a direction which deviates from the crystal 

fis" 

direction (for example 5-15 DEG ). I 
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Verbesserung zu einem Verfahren zum Vereinzeln von 
Halbleiter-Bauelementen, die durch Brechen aus Halbleiter- 
Wafem gewonnen werden. 

Das zur Vereinzelung der aus einem Wafer gewonnenen Ein- 
zelbauelemente vorzusehende Ritzen (und Brechen) erfotgt 
in von der Kristallrichtung (z. B. 5-15°) abweichender Rich- 
tung. 



i± — ■ — - Ritzrichtung 

~"~ — Kristallrichtung <110> 
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Patentanspruche : 

Verfahren zum Vereinzeln von Halbleiter-Einzelbau- 
elementen, deren Furiktionen zunachst in einem groBeren 
Verband eines Wafers hergestellt verden, und wobei das 
Vereinzeln durch Ritzen und Brechen des Wafers in auf die 
Kristallrichtungen bezogenen Richtungen erfolgt, 
gekennzeichnet dadurch , 

daB die angewendete Ritzrichtung und damit die Richtung der 
zu erzeugenden Bruchkante urn einen von Null abweichend 
orientierten Winkel B - bezogen auf die betreffende Kri- 
stall richtung - ausgerichtet wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, gekennzeich- 
net dadurch , daB der Winkel 3 der Abweichungsorientie- 
rung zwischen 5 Grad und 15 Grad - bezogen auf die betref- 
fende Kristallrichtung 2 - bemessen ist. 

3* Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, gekenn- 
zeichnet dadurch , daB der Kristall Zinblende- 
Struktur hat und die den Ritzrichtungen (3, 3a) zugrunde- 
liegenden Kristallrichtungen (110)- bzw. (1 1 0)-Kristallrich- 
tungen sind- 



If 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 
Berlin und Munchen 



3435138 



Unser Zeichen 

vpa 84 P 1 7 5 3 DE 



Verbesserung zu einem Verfahren zum Vereinzeln von Halb- 
leiter-Bauelementen , die durch Brechen aus Halbleiter- 
Wafern oewonnen sind. _ - — 

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine Verbesse- 
rung eines Verf ahrens , wie es im Oberbegriff des Patent- 
anspruchs 1 angegeben ist. 

Es ist bekannt, Halbleiter-Einzelbaueleraente in der Weise 
herzustellen, daB die jeweilige Funktion des betreffenden 
Halbleiterbauelementes zunachst auf einem grbBeren Halb- 
leiter-Wafer erzeugt wird, und zwar der GrbBe des Wafers 
entsprechend in groBer Anzahl derselben Funktionen. Nach 
Durchf uhrung der Verf ahrensschritte zur Erzeugung derarti- 
ger Funktionen wird anschlieSend der Wafer in die Chips der 
Einzelbauelemente zerteilt, und zwar durch Anritzen des 
Wafers , z.B. mit einem Diamanten, und anschlieBendes Bre- 
chen. Es werden dabei die naturlichen Spaltf lachen des Kri- 
stallgitters des Wafers ausgenutzt. Diese tlethode eignet 
sich besonders bei Kristallen mit Zinkb lende-Struktur , z.B. 
bei III-V-Halbleitern . Die aufeinander senkrecht stehenden 
(110)-Kristallf lachen dieses Kristalltyps besitzen diese 
Flachen als naturliche Spaltflachen', die sich fur die Ver- 
einzelung besonders gut ausnutzen lassen. Durch Ritzen und 
Brechen entlang von Kanten dieser Kristallf lachen entstehen 
rechteckige Einzelelemente , deren Ober- und Unterseite von 
einheitlichen (100)- Kristallf lachen gebildet werden. 

Es ist bekannt, daB das Ritzen parallel zu Kristall ebenen an 
den entstandenen Bruchflachen bzw. im Kristall Fehlstellen 
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erzeugen kann, die Ausgangspunkte fur Vorgange sind, die zu 
einer Veranderung, insbesondere zu Alterung und ZerstSrung 
des Bauelements / fuhren konnen. Insbesondere bei in der 
Weise hergestellten rechteckigen Einzelbauelementen besteht 
eine Bruchgefahr in Richtung parallel zur kurzeren Kante . 

Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine techno- 
logisch moglichst- einf ache MaBnahme anzugeben, mit der eine 
derartige Bruchgefahr fur das fertige Einzelbauelement zu- 
mindest wesentlich verringert wird und die erwahnten Fehler 
wesentlich vermindert auftreten, so daB eine Erhohung der 
Ausbeute und Qualitat bei solchen Bauelementen aus insbeson- 
dere III-V-Halbleitermaterial erreicht wird. 

Diese Aufgabe wird durch die den Merkmalen des Patentan- 
spruchs 1 entsprechenden MaBnahmen gelost. 

Zur Losung einer der obigen Aufgabenf ormulierung relativ 
weitgehend entsprechenden Aufgabe ist versucht worden, unter 
Anwendung von moglichst geringem Auflagedruck exakt parallel 
zu den (110)-Kristallf lachen zu ritzen, speziell ausgewahlte 
Kantenform fur den Diamanten zu benutzen und auBerdem beim 
Brechen ein nur moglichst kleines Biegemoment aufzuwenden. 
Das damit verbundene Auftreten von Fehlstellen wurde in Kauf 
genommen . 

Der Erfindung liegt der Gedanke zugrunde, von dem eingefuhr- 
ten Prinzip exakt parallelen Ritzens abzugehen. GeraaB der 
Erfindung ist vorgesehen, den Vorgang des Ritzens rait dem 
Diamanten bewuflt so auszufiihren, daB die Orientierung des 
Ritzens nicht moglichst exakt parallel zur (110)- bzw. (1?0) 
Kristallebene durchgeflihrt wird, sondern daB eine erfindungs 
gemaBe Abweichungsorientierung mit einem Orientierungswinkel 
fl angewendet wird. Der Winkel B ist so bemessen , daB er sich 
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deutlich vom Wert 0 Grad unterscheidet und speziell ira Be- 
reich von 5 Grad bis 15 Grad (Abweichung aus der Flache der 
Ebene) liegt. 

Uberraschenderweise laBt sich mit einer solchen Abweichungs- 
orientierung des Ritzens und mit anschlieBendera Brechen pro- 
blemlos das Zerteilen des Wafers in die Einzel bauelemente 
durchf uhren . Makroskopisch gesehen haben diese Einzelbau- 
elemente nach wie vor rechteckige Crundflache. Est wenn man 
zu dem angegebenen Bereich wesentlich groBeren Abweichungs- 
winkeln ubergeht, ist dies nicht mehr gewahrleistet . Mikro- 
skopisch weisen die nach der Erfindung entstandenen Seiten- 
flachen zwar eine etwas gezahnte Struktur auf . Dies hat 
sich nicht nur als nicht nachteilig erwiesen, sondern es 
wurde f estgestell t , daB derart hergestellte Einzelbauele- 
raenteweniger zum Durchbrechen bzw. Zerbrechen neigen. Die 
Querkraf tkoraponente , die beim Ritzen und Brechen auftritt/ 
wirkt nicht weit in den Kristall hinein , sondern bewirkt 
nachgewiesenermaBen nur das Ausbilden der erwahnten gezahn- 
ten Abstufung in der jeweiligen Flache. 

Die beigefiigte Figur zeigt in der Teilfigur 1a das angewen- 
dete Winkel-Schema der Ritzrichtungen 3/ 3a bezogen auf die 
(110)- bzw. (lTo)« Kirstallrichtungen 2, 2a. Die ausgezogen 
dargestellte Umrandung gibt in Aufsicht auf die Kristallf 1 a- 
che (100) die AuBenkanten eines aus* einero Wafer durch Verein- 
zelung herausgebrochenen Einzelbauelements . Mit weit ubertrie 
ben groBer Winkelabweichung ist mit gestriche lten Linien 2, 
2a der jeweilige Kristall richtungsverlauf im Baueleraent 1 an- 
gedeutet . 

Wie oben erwahnt, sind die (in der Figur senkrecht zur 
Zeichnungsebene stehenden) Seitenf 1 achen des Baueleraents 1 
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stufenformig ausgebildet. Das Lupenbild der Teilfigur 1b 
laSt diese Stufenform deutlich erkennen . 
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